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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs

Elaborarea / modificarea tehnologiilor de preparare si cercetarea proprietatilor fizice ale
materialelor uni-, tri- dimensionale si ale structurilor in baza compusilor II-VI, I11-V, I11-VI si
I1-1VV-N2 pentru radiatii X, UV, VIS, IR, si THz.

2. Obiectivele etapei anuale

1.

Obtinerea structurilor mono- si multistrat in baza materialelor (AS2S3)x(SnSe)1-x,
(As2S3)xFe1x, (As2S3)xShix, ZnSnN2 (magnetron), ZnO (hidrotermal), p-i-n CdS/InP(111),
Ga2S3:Zn/Ga203 (nanocompozit);

Sinteza cristalelor ZnSe: P, As, Sb Bi prin metoda reactiilor chimice de transport;
optimizarea tehnologiei de crestere a cristalelor CdTe, CdSeTe, CdZnTe pentru detectoare
de radiatii;

Cercetarea complexa a proprietatilor structurale, morfologice, compozitionale, optice,
luminescente electrice si fotoelectrice ale materialelor/ structurilor 3D, simularea numerica
a proprietatilor fizice pentru structurile 1D cu 2,3,4 gropi cuantice AIGaN/GaN.

. Actiunile planificate pentru realizarea scopului si obiectivelor etapei anuale

1.

Prepararea structurilor mono- si multistrat in baza materialelor (AS2S3)x(SnSe)i-x,
(As2Ss)xFe1x, (Asz2S3)xSnix cu grosimi de 0,5-4 pm si cercetate proprietatile lor
electrofizice si optice necesare pentru crearea mediilor fotosensibile aplicate la inregistrarea
imaginilor fazice in domeniul razelor X si VIS. Studiul proceselor de difuzie a Cu sub
actiunea razelor X si a radiatiilor VIS in materialele preparate.

Cresterea cristalelor CdTe, CdixSexTe, CdixZnxTe cu diferitd compozitie prin metoda
Bridgman pentru aplicatii in detectarea radiatiilor X cu energia 10-100 keV.

Reiesind din aplicatiile in detectoarele scintilatoare (radiatii ionizante) a ZnSe, vor fi
stabilite regimurile tehnologice optime de sinteza si dopare a cristalelor de ZnSe, vor fi
obtinute cristale ZnSe dopate cu impurititi de P, As, Sb si Bi. In baza cercetirilor complexe
a proprietatilor structurale, optice si luminescente vor fi determinate mecanismele de
incorporare a ionilor de P, As, Sb si Bi in cristalele de ZnSe.

Prepararea straturilor ZnO/Si (100), Si 111) la diferite concentratii a precursorilor de Zn, n
solventi pentru aplicatii in detectoarele UV (300-400 nm).

Sinteza monocristalelor Ga:Ss si prepararea nanocompozitelor GazSs-oxid propriu cu
proprietati fotoluminescente in regiunea 320-500 nm si fotosensibile in regiunea UV-I
(220-280 nm) a spectrului. Fabricarea heterostructurilor Ga2Ss/Ga203 cu grosimea stratului
de oxid propriu (50-500 nm), fotosensibile in regiunea (250-450 nm) si asamblati detectori
rezistivi din nanocompozit Ga203/Ga:Ss cu sensibilitate de (1,1-1,5) 10° A/W si
detectivitate 10** HzY2/W pentru regiunea UV-adanca (A< 320 nm).

Elaborarea tehnologiei magnetron de obtinere a straturilor subtiri ZnSnN2 si CSS-m pentru
straturile de CdSeTe fotosensibile in regiunea 400-900 nm.

Prepararea detectorilor p-i-n cu heterojonctiuni din InP pentru VIS cu randamentul cuantic
extern 75-80%.

Elaborarea design-ul optimizat al structurilor c-plane AlGaN/GaN pentru utilizare in surse
de radiatii electromagnetice THz cu temperatura de lucru 230-300K.

4. Actiunile realizate pentru atingerea scopului si obiectivelor etapei anuale




Au fost sintezati compusi semiconductori calcogenici sticlosi din sistemul As-Se-S dopati
cu Sn si Fe. Straturile subtiri de 90at.%As2S3:10at.%SnSe; 50at.%(As2S3)0,99F€0,01:
50at.%(As2Ses)o,99F€0,01; (AS2S3)0,99SN0,01 au fost preparate pe placi de sticla acoperite cu ITO,
ITO/Cu, ITO/Ag prin metoda evaporarii termice in vid, fiind cercetate proprietatile optice si
fotoelectrice.

Au fost crescute cristale de CdTe, Cdi-xSexTe (x=0,05-0,35), CdixZnxTe (x=0,05-0,35);
prin metoda Bridgman si analizate proprietatile fizice.

A fost elaborate cicluri tehnologice optime de sinteza a cristalelor ZnSe prin metoda
reactiilor chimice de transport si doparea concomitentd a acestora cu I si P, As, Sb, Bi in
procesul de crestere, obtinandu-se serii de probe.

Au fost cercetate spectrele de FL a cristalelor ZnSe, obtinute la temperatura de 11K si
300K si diverse nivele de excitare (337 nm, 447 nm).

Prin metoda reactiilor chimice de transport cu utilizarea in calitate de agent transportator a
sarii Zn(NHa4)Cls au fost obtinute probe de ZnSe cu structura cristalina fina.

Prin metoda tratarii termice a cristalelor nedopate de ZnSe in topituri de Zn+ZnCla,
Zn(NH4)Cls si Bi+Zn(NH4)Cls a fost obtinuta seria de cristale bulk dopate concomitent cu
Zn+Cl si Bi+Cl.

Prin metoda depunerii chimice din solutie apoasd au fost sintetizate pulberi
nanodimensionale de ZnO:Ag cu diferit continut de dopant si a fost cercetatd evolutia
spectrelor de FL 1n dependentd de concentratia impuritatii dopante si lungimea de unda a
radiatiei laser excitante.

A fost elaborata metoda de dopare chimica a pulberilor de ZnSe in procesul tratarii termice
in solutii apoase de cloruri a metalelor de tranzitie (Mn, Ni, Cu) in conditii hidrotermale. A
fost obtinuta 0 serie de pelicule cu diferit continut a impuritatii dopante si cercetate
proprietatile FL (300K).

Prin metoda depunerii solvotermale in autoclava au fost sintetizate pelicule subtiri de ZnSe
nedopate si dopate in procesul de sintezd cu impuritate de Bi. A fost preparata o serie de
pelicule ZnSe si ZnSe:Bi cu diferit continut a impuritatii dopante si cercetate spectrele FL.

Prin metoda depunerii chimice din solutie apoasa au fost sintetizate pulberi
nanodimensionale ultrafine de ZnO, nedopate si dopate cu Bi si Ni in procesul de sinteza. Sunt
obtinute serii de probe ZnO:Bi si ZnO:Ni cu diferit continut a impuritdtii dopante si cercetate
spectrele de FL la 300K.

Au fost sintetizate straturi subtiri (buferale), de nuclearizare si proprii, de ZnO pe
substraturi de Si prin metoda hidrotermald din solutiile compusilor Zn in solventii: apa, apa +
etanol, apa + metanol, apa+ propanol, apa + acetona, etanol, propanol, metanol.

Straturile de GaN au fost obtinute prin metoda HVPE in sistemul (H2-HCI-NH3-Ga) in
doud etape. Structurile obtinute au fost cercetate structural si morfologic.

Au fost preparate straturi subtiri de Ga2Ss pe suportui TCO/sticla prin metoda CSS.

A fost elaborat modelul teoretic pentru instalatia de pulverizare magnetron si reiesind din
configuratia optima a fost elaborat si testat DC magnetron sputtering pentru ZnSnNz.

Aplicand tehnologia Hidride Vapor Phase Epitaxy, au fost preparati fotodetectori pe
heterojonctiuni NCdS-i-pInP, optimizarea parametrilor a fost posibilda prin aplicarea Stratului
antireflectant SiO..




Au fost studiate teoretic procesele de transport a electronilor n diodele tunel rezonante
(RTD) n baza cubic Alo,15GaossN/GaN cu o singura groapa de potential si bariere simetrice la
300K.

A fost cercetata influenta concentratiei impuritatii dopante in regiunile contactelor cu
emitorul si colectorul si largimea gropii de potential asupra caracteristicilor curent-tensiune a
dispozitivelor RTD.

Rezultatele obtinute

Au fost sintezati compusi semiconductori calcogenici sticlosi din sistemul As-Se-S dopati
cu Sn si Fe. Sinteza compusilor (As2S3)o99Feo,01; (As2Ses)og9Feo01; 90at.%As2Ss:10at.%SnSe
a fost realizata in fiole, timp de 24 h la temperatura de 800-900°C, presiunea remanenta fiind
5-10° Torr. Straturi subtiri de 90at.%As2S3 :10at.%SnSe;
50at.%(As2S3)0,99Fe0,01:50at.%(As2Se3)o,99F€0,01; (AS2S3)0,99SN0,01 au fost preparate pe placi de
sticla acoperite cu ITO, ITO/Cu, ITO/Ag prin metoda evaporarii termice in vid, fiind
cercetate proprietitile optice si fotoelectrice. In baza sursei REIS-I a fost elaboratd si
fabricata instalatia pentru cercetarea proceselor de inregistrare a imaginilor in raze X.

Au fost crescute prin metoda Bridgman cristale de CdTe, CdixSexTe (x=0,05-0,35), Cd1-
xZnxTe (x=0,05-0,35); concentratia purtitorilor de sarcini fiind in limitele 10'2-10% cm3,

A fost realizata cercetarea influentei doparii concomitente a probelor de ZnSe cu | si P,
As, Sb si Bi asupra formarii in acestea a centrelor de fotoluminescentd (FL) si asupra
structurii spectrelor FL. Doparea concomitenta a cristalelor de ZnSe cu elemente din grupa V
si VII rezulta in formarea centrelor asociative FL activatd de tipul (Aselse), unde Ase — Pse;
Asse; Sbse si Bise, ce determina benzile FL in regiunea 570-580 nm, formate in rezultatul
tranzitiilor. electronilor din banda de conductie pe nivelele acceptoare (Aselse) la temperaturi
inalte si tranzitiile electronilor de pe nivelele donoare putin adanci Ise pe aceleasi nivele
acceptoare, atat la excitarea directa, cat si indirecta a centrelor asociative de luminescenta.

Prin metodele CVT, PVD si Bridgman au fost obtinute serii de cristale de ZnSe cu diferit
continut defect-impuritate (Sb, I). S-a stabilit ca, indiferent de compozitia defect-impuritate a
probelor initiale si procedeul doparii lor, numai in spectrele de FL (300K) a cristalelor de
ZnSe dopate concomitent Sb si I a fost depistatd banda la 570-580 nm. S-a stabilit ca,
doparea concomitenta a cristalelor de ZnSe cu | si Sb maresc semnificativ solubilitatea Sb n
ZnSe.

Prin metoda depunerii chimice din solutie apoasa au fost sintetizate pulberi ZnO:Ag Tnalt
dispersate cu continut variat de dopant. Analiza spectrelor de FL a fost efectuata pentru
ZnO:Ag n dependentd de concentratia dopantului prezinta doua benzi: Tn domeniul 400-450
nm si Tn domeniul 560-600 nm. A fost depistat efectul de autoabsorbtie a radiatiei violete in
ZnO, gasit anterior si in peliculele subtiri de ZnO, odati cu micsorarea grosimii stratului. Tn
acelasi material a fost depistat si efectul stingerii intensitdtii benzilor de FL in functie de
concentratia Ag.

A fost dezvoltatd tehnologia de sintetizare a straturilor subtiri de ZnO pe Si(111), (p-, n
- tip), din compusii zincului (acetat de zinc, nitrat de zinc) in 8 solventi cu utilizarea
straturilor de ZnO la cresterea GaN/Si. A fost demonstrata posibilitatea obtinerii straturilor
buferale de ZnO pe Si prin metoda hidrotermala si eficacitatea lor in calitate de bariera la
difuzia Si din substrat in GaN. Au fost preparate straturi de GaN pe Si cu conductibilitate p si
n folosindu-se straturi buferale de ZnO.




6.

Optimizarea metodei de depunere CSS si elaborarea sistemului respectiv a dat posibilitate
de a prepara straturi subtiri de Ga2Ss pe suportui TCO/sticla la temperatura suportului de
500°C. Structuri Gaz2Ss/Gaz20s3 au fost obtinute pe suporturi SnO2/sticla, confirmarea formarii
compusilor respectivi a fost realizatd prin Raman (GazSs - 390 cm, 532 nm, 633 nm), EDX
si XRD.

A fost elaborat modelul teoretic pentru instalatia de pulverizare magnetron (DC
magnetron) Tn vederea optimizarii tehnologiei de de punere a peliculelor de ZnSnNoa.
Reiesind din configuratia optimd a fost elaborat si testat sistemul pentru DC magnetron
sputtering a ZnSnNz.

Aplicand tehnologia Hidride Vapor Phase Epitaxy au fost preparati fotodetectori (FD) pe
heterojonctiuni tip nCdS-i-pInP cu fotosensibilitatea absoluta (Isc/W) maxima de 500-510
LA/mW. FD pe nCdS-pInP au valoarea maxima Isc/W de 470 pA/mW pentru substraturi de
InP cu directia cristalografica (111), 450 pA/mW — (111) (p= 4,5-10% cm3) si 200 pA/MW —
(111) (p= 3-10® cm). Eficienta cuantici externi (EQE) are valoare maximi de (75-80)%
pentru nCdS-i-pInP (pi= 3-10%° cm®) cu strat antireflectant SiO2.

Dependenta curent-tensiune a diodelor tunel rezonante (RTD) in baza cubic
Alo15GaossN/GaN cu o0 singura groapa de potential si bariere cuantice simetrice are o
portiune cu rezistenta diferentiala negativa (NDR), pozitia si amplitudinea caruia depinde de
concentratia impuritatii dopante in regiunea de contact. Nivelul de dopare al regiunilor de
contact (a emitorului si colectorului) cu impuritate de tip n a variat in limitele 1-10'° cm™ -
1-10%° cm3. A fost stabilit, ca pentru nivelul de dopare optimal 1-10'® cm valoarea maxima
a densititii de curent in regiunea cu rezistentd diferentiali negativa este ~ 2,5-10° A cm™,
Aceasta regiune poate fi folosita pentru generarea radiatiilor THz.

Din analiza influentei grosimii gropii de potential (1-3 nm) asupra transportului
electronilor in cubic Alo15Gao,ssN/GaN RTD, considerand grosimile barierelor cuantice de 3
nm, a fost stabilitd prezenta in dependentele curent-tensiune a regiunii NDR. Dispozitivele
RTD cu grosimea barierelor cuantice de 3 nm si largimea gropii de potential de 1 nm au
densitatea de curent in maxim de ~ 2,5-10° A cm™2 pentru tensiunea de 1,16 V.

Folosind circuitul echivalent al RTD, a fost estimatd frecventa maxima (cut-off
frequency) si puterea maxima - 3 yW @ 0,54 THz la 300K.
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internationala “Integrare prin cercetare si inovare” Stiinte ale naturii i exacte: Rezumate ale
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ROTARU, C. Fotodetector pe heterojonctiune din fosfurd de indiu. In: Conferinta stiintifica
nationald cu participare internationala “Integrare prin cercetare §i inovare” Stiinfe ale
naturii si exacte: Rezumate ale comunicarilor, 10-11 noiembrie 2020, Chisinau: USM, CEP
USM, 2020, p. 314-316. ISBN 978-9975-152-50-1.

Comunicare, Conferinta stiintifica nationald cu participare internationala ““Integrare prin
cercetare §i inovare, prezentare NICORICI, V.

NICORICI, V. Oco0OeHHOCTH TIONy4YeHHUs CIIOEB MAaTepUajoB, IUCCOLIUUPYIONTUX TIPH
HarpeBanuu. In: Conferinta stiintifica nationala cu participare internationala “Integrare prin

cercetare §i inovare” Stiinte ale naturii si exacte: Rezumate ale comunicarilor, 10-11
noiembrie 2020, Chisinau: USM, CEP USM, 2020, p. 317-319. ISBN 978-9975-152-50-1.
Poster (online), International Research and Practice Conference ‘““Nanotechnology and
Nanomaterials” (NANO-2020), prezentare KOVAL, A.

KOVAL, A., GORCEAC, L., BOTNARIUC, V., VATAVU, S., KETRUSH, P., CINIC, B.,
RAEVSKI, S., ROTARU, C. Photovoltaic devices with InP nanolayers. In: International
Research and Practice Conference ‘““Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2020):
Abstract book, 26-29 august 2020, Lviv, Ukraine, p. 34.
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BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., COVAL, A, CINIC, B., RAEVSCHI, S. VATAVU, S.
InP Photodetectors and Photovoltaic Cells with Antireflective Coating. In: The XXIV-th
International Exhibition of Inventics ,,INVENTICA 2020, 29-31 July 2020, lasi, Romania,
MEDAL INVENTICA 2020.

BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., COVAL, A, CINIC, B., RAEVSCHI, S., VATAVU, S.
InP Photodetectors and Photovoltaic Cells with Antireflective Coating. In: EUROINVENT
2020, 23 May 2020, lasi, Romania, GOLD MEDAL.

BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., COVAL, A., CINIC, B., RAEVSCHI, S., Vatavu, S.
Fotodetectori si celule fotovoltaice din pInP cu strat antireflectant. In: Salonul International al
Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii PRO INVENT, editia a XVIII-a, 18-20 martie 2020,
Cluj-Napoca, Romania, MEDALIA DE AUR.

BOTNARIUC, V., GORCEAC, L., COVAL, A., CINIC, B., RAEVSCHI, S., VATAVU, S.
Fotodetectori si celule fotovoltaice din pInP cu strat antireflectant. In: Salonul International de
INVENTII INOVATII “TRAIAN VUIA”, 15 octombrie 2020, Timigoara, Romania, MEDALIA
DE AUR.

CHIRITA, A., NASEDCHINA, N., BULIMAGA, T., PRILEPQOV, V. Detection of plants
infected by parasites from a remote distance. In. EUROINVENT (European Exhibition of
Creativity and Innovation), 23 May 2020, lasi, Romania, BRONZE MEDAL.




8. Protectia rezultatelor obtinute in forma de obiecte de proprietate intelectuala

- BOTNARIUC, V. GORCEAC, L., CINIC, B. COVAL, A., RAEVSCHI, S,
MOLDOVANU, S. Procedeu de crestere a structurii pInP-p-InP-n*CdS pentru celule
fotovoltaice. Brevet de Inventie MD 4686 B1 2020.03.31.

9. Materializarea rezultatelor obtinute
Tn proiect au fost elaborate teoretic si fabricate experimental:
- Dispozitivul de preparare a straturilor semiconductoare subtiri prin pulverizare magnetron
(DC magnetron sputtering);
- Instalatia pentru cercetarea proprietdtilor materialelor si structurilor folosite pentru
detectarea si imagistica radiatiilor X 1n baza dispozitivului PEUC U;
- Instalatie de preparare a straturilor semiconductoare subtiri prin CSS-m.
Impactul economic se va evidentia pe parcursul implementarii in tehnologie si caracterizari
fizice a noilor dispozitive elaborate, rezultand intr-un cost redus de fabricare a detectorilor.

10. Dificultatile in realizarea proiectului
In legitura cu pandemia cauzata de coronavirus-ul COVID-2019 au fost anulate conferintele la
care au fost trimise abstracte si acceptate spre publicare, astfel fiind imposibila prezentarea
rezultatelor obtinute. Au fost anulate vizite axate pentru efectuarea masuratorilor la echipament
performant ce nu este accesibil prezent in RM.

11. Concluzii
Elaborarea tehnologiilor si cercetarea proprietatilor fizice ale materialelor uni-, tri-
dimensionale si ale structurilor in baza compusilor II-VI, 111-V, I1-VI si 1I-IV-N2 pentru

detectarea radiatiilor X, UV, VIS, IR, si THz demonstreaza perspectivele conceptului abordat si
anume:

Au fost sintezati compusi semiconductori calcogenici sticlosi  (As2S3)o,99F€0,01;
(As2Ses)og9Feo01; 90at.%As2S3:10at.%SnSe si obtinute straturile subtiri de 90at.%As2S3
:10at.%SnSe;  50at.%(As2S3)0,99F€0,01:50at.%(As2Se3)0,09F€0,01;  (AS2S3)0,99SNo01  pe  sticla
acoperite cu ITO, ITO/Cu, ITO/Ag. A fost elaborata si fabricata instalatia pentru cercetarea
proceselor de Tnregistrare a imaginilor in raze X.

Cristalele de CdTe, CdixSexTe (x=0,05-0,35), CdixZnxTe (x=0,05-0,35) crescute prin
metoda Bridgman cristale au parametri corespunzatori aplicatiilor pentru detectarea radiatiilor
electromagnetice.

Doparea concomitenta a cristalelor de ZnSe cu elemente din grupele V si VII rezulta in
formarea centrelor asociative de luminescenta activata, ce determina aparitia benzilor radiative
largi cu maxime localizate la 570-580 nm.

In pulberile ZnO:Ag, obtinute prin depunerea chimici din solutii apoase este depistat efectul
de autoabsorbtie a radiatiei violete in ZnO cu transmiterea energiei centrelor radiative la lungimi
de unda mari.

A fost demonstratd posibilitatea obtinerii straturilor buferale de ZnO pe Si prin metoda
hidrotermala si eficacitatea lor in calitate de bariera la difuzia Si din substrat Tn GaN,
preparandu-se straturi de GaN pe Si cu conductibilitate p si n cu bufer de ZnO.

Optimizarea metodei de depunere CSS a rezultat Tn prepararea structurilor
GazS3/Sn0O2/Sticla.

Optimizarea tehnologiei DC magnetron sputtering pentru prepararea peliculelor de ZnSnN2
a fost realizata teoretico-experimental.




Heterojonctiunile tip nCdS-i-pInP, (i — strat epitaxial intermediar, pi=5-6-10'6 cm™) au
valorile fotosensibilitatii absolute de 510 nA/mV pentru 650-850 nm, fiind si optime pentru
prepararea fotodetectorilor in interval vizibil al spectrului.

Dispozitivele RTD (diode tunel rezonante) cu grosimea barierelor cuantice de 3 nm si
largimea gropii de potential de 1 nm au densitatea de curent in maxim de ~ 2,510 A em™

pentru tensiunea de 1,16 V, cut-off frequency si puterea maxima sunt respectiv 3 pW si 0,54
THz la 300K.

Research on topics related to development and research of the physical properties of one-,
three-dimensional materials and structures based on compounds 1I-VI, III-V, III-VI and II-IV-N
for the detection of X, UV, VIS, IR, and THz radiation had shown the perspectives of the
approached concept, namely:

Glassy chalcogenic semiconductor compounds (As2S3)o99Fe001;  (AszSes)ogoFeoors
90at.%As,S3:10at.%SnSe  were synthesized; thin layers of 90at.%As,S; :10at.%SnSe;
50at.%(As2S3)0.99F€0.01:50at.%(As2Se3)o.90Fe0.01;  (AS253)0.99Sn0.01 compounds on the glass
substrates coated with ITO, ITO/Cu, ITO/Ag were fabricated;

The installation for researching of X-ray image recording processes was developed and
manufactured;

CdTe, CdSe,Te|.x (x=0.05-0.35), Cd,«Zn,Te (x=0.05-0.35) crystals grown by the Bridgman
method have parameters suitable to applications for the detection of electromagnetic radiation;

Concomitant doping of ZnSe crystals with chemical elements of V and VII groups results in
the formation of associative centers of activated luminescence, which determines the
appearance of wide radiative bands with maxima located at 570-580 nm;

In ZnO:Ag powders, obtained by chemical deposition from aqueous solutions, the self-
absorption effect of violet radiation in ZnO is detected with the transmission of energy to the
radiative centers at long wavelengths;

It was demonstrated the possibility of ZnO buffer layers obtaining on Si by the
hydrothermal method and their effectiveness as a barrier to the diffusion of Si from the substrate
to GaNat the preparation of p- and n- conductivity GaN layers on Si with ZnO buffer layer;

The optimization of the CSS deposition method resulted in the preparation of Ga,S3/SnOy/
Glass structures;

Theoretically-experimental optimization of ZnSnN; film coating by using DC magnetron
sputtering technology was performed;

The nCdS-i-pInP type heterojunctions (i - intermediate epitaxial layer, pi=5-6-1016 cm™)
have absolute photosensitivity values of 510 pA/mV in the wavelength region of 650-850 nm,
being also optimal for the preparation of photodetectors in the visible range of the spectrum.

RTD (resonant tunnel diode) devices with a quantum barrier thickness of 3 nm and a
potential pit width of 1 nm have a maximum current density of ~2.5-10° A cm™ for a voltage of
-off frequency +,nd aximum power are respectively 3 pW and 0.54 THz at

%
6,‘%

ZL, 4§ ATAVU Sergiu, dr.
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Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finantare
nr.149-PS din 03 ianuarie 2020

Cifrul proiectului: 20.80009.5007.12

Cheltuieli, mii lei

Cod Anul de gestiune 2020
Ve rox g Aprobat TRBRERCR: Precizat | Executat | Sold
(k6) +/-

Remunerarea muncii angaj. conf. 211180 | 2056.8 2056.8 2056.8
statelor
Cor‘ltrlbutn de asigurari sociale de stat 212100 3702 3702 3702
oblig.
Prrme dfe asng'urare obligatorie de 212200 92,6 92,6 92,6
asistenta medicala
Deplasiri de serviciu peste hotare 222720 140,0 -140,0
Servicii editoriale 222910 26,2 24,2 2,0 2,0
Servicii neatribuite altor alineate 222990 3,0 3,0 3,0
Procurarea materialelor pentru
scopuri didactice, stiintifice si alte 335110 104,2 +164,2 268.4 268,4
scopuri
Procure{rea ma.tenalfalf)r de uz' 336110 7.0 7.0 7.0
gospodaresc si rechizite de birou
Total 2800,0 0,0 2800,0 | 2800,0 | 0,0

Prorector pentru activit

a didactica % / DANDARA Otilia, dr. hab.

/ COJACARU Liliana

VATAVU Sergiu, dr.
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Componenta echipei proiectului

Cifrul proiectului: 20.80009.5007.12

Echipa proiectului conform contractului de finantare (la semnarea contractului)

Nume, prenume _ _ Norma de Data

(conform contractului Anul Titlul « Data eliberarii

NF de finantare) nasterii stiintific munca confor_m angajarii
’ ’ ’ contractului
1. | Vatavu Sergiu 1977 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
2. | Chirita Arcadi 1964 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
3. | Sirkeli Vadim 1978 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
4. | Narolschi Igor 1968 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
5. | Rotaru Corneliu 1964 1 03.01.2020 | 31.12.2020
6. | Nedeoglo Natalia 1974 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
7. | Spoiala Dorin 1968 1 03.01.2020 | 31.12.2020
8. | Sprincean Veaceslav 1980 0,25 03.01.2020 | 31.12.2020
9. | Nedeoglo Dmitrii 1942 dr. hab. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
10. | Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0,75 03.01.2020 | 31.12.2020
11.| Caraman Mihail 1941 dr. hab. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
12.| Suschevici Constantin 1943 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
13.| Antoniuc Constantin 1949 1 03.01.2020 | 31.12.2020
14.| Rusu Marin 1963 dr. 0,25 - -
15.| Gorceac Leonid 1942 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
16. | lurieva Tatiana 1966 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
17.| Goglidze Tatiana 1947 1 03.01.2020 | 31.12.2020
18.| Botnariuc Vasile 1945 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
19. | Raevschi Simion 1941 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
20.| Nasedchina Nadejda 1947 1 03.01.2020 | 31.12.2020
21.| Prilepov Vladimir 1938 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
22.| Coval Andrei 1947 dr. 1 03.01.2020 | 31.12.2020
23.| Cinic Boris 1943 1 03.01.2020 | 31.12.2020
24.| Chetrus Petru Ion 1944 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
25.| Gaugas Petru 1946 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
26.| Nicorici Valentina 1952 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
27.| Chetrus Petru Mihail 1944 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
28.| Dmitroglo Liliana 1978 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
29. | Palamarciuc Oleg 1985 dr. 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
30. | Palamarciuc Tatiana 1984 dr. 0,25 03.01.2020 | 31.12.2020
31.| Scurtu Roman 1985 0,25 03.01.2020 | 31.12.2020
32.| Catruc-Inculet Adriana 1991 0,5 03.01.2020 | 31.12.2020
33.| Sapoval Oleg 1963 dr. 0,25 03.01.2020 | 31.12.2020
34.| Belenciuc Alexandr 1960 dr. 0,25 03.01.2020 | 31.12.2020
| Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor conform contractului de finantare | 8,8%

Modificari in componenta echipei pe parcursul anului 2020

Nr

Nume, prenume

Anul nasterii

Titlul stiintific

Norma de
munca

Data angajarii
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conform

contractului
Chirita Arcadi 1964 dr. 0,5 03.01.2020
Palamarciuc Oleg 1985 dr. 1,0 03.01.2020
Sisianu Sergiu 1966 dr. hab. 0,5 10.08.2020
[ Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor la data raportarii 8,8% |

Prorector pentru activitateg

Contabil sef

o A

didactica %/ / DANDARA Otilia, dr. hab.

/ COJ O&ARU Liliana

Y,

Conducatorul de proiecti\

TAVU Sergiu, dr.
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Lista studentilor si masteranzilor

activitatea cirora in cadrul proiectului a fost posibila datorita finantdrii institutionale a

cifrul proiectului 20.80009.5007.12

Universitatii de Stat din Moldova

Nume, prenume Norma de Data

N (conform contractului Anul Titlul munca Data eliberarii
r n prsi di s
de finantare) nasterii stiintific conform angajarii

contractului

1 Melnitchi lurie 1997 masterand 0,5 03.01.2020
2 Ghiletchii Gheorghe 1998 student 0,5 03.01.2020
3 Varzari Alexandru 1997 student 0,5 03.01.2020
4 Spinu Dan 1997 student 0,5 03.01.2020
5 Barbos Oleg 1997 student 0,5 03.01.2020
6 Nica Xenia 1995 masteranda 0,5 03.01.2020

| Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor la 03.01.2020 22,5%

[ Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor la data raportarii 22,5% |

Prorector pentru activitateg didacticd 62‘2%// DANDARA Otilia, dr. hab.

Contabil sef

/ COJ

ARU

iliana

Conducitorul de proie

fieh \

; Y

:

AVU Sergiu, dr.
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